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MEMORIA DESCRIPTIVA
Que se presenta para unir a la solicitud
| d e
_ PATENTE DE INVENGIOHN
formulada el 26 de Marzo de 1949, bajo el N2, 187.601,
en
EsPaAftaA
por VEINTE eafios

a nombre de N.V. PHILIPS'GLOEILAMPENFABRIEKEN, entidad holan-
desa, establecida en Emmasingel, 29, Eindhoven, Holanda, por:

"UN DISPOSITIVO EQUIPADO CON UN TUBO ELECTRONICC!
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La presente inveneidn se refiere a dispositivos
que comprenden una vAlvula de descarga eléctrica en la cual
un haz electrénico es arrojado scbre una substsnecia cuya im-
pedancia depende de la velocidad y/o de la intensidad de los
electrones incidentes y a través de la cual se establece une
diferencia de potencial. En un dispositivo de este tipo los
electrones primarios hacen que se liberen en la substancis
bomb#rdeada electrones conductores, los cuales pueden ser lla-
mados electrones secundarios y cuyo nimero excede en mucho al

de los electrones primerios, de moéo que el dispositive pue-
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de ser empleado para la amplificacidn de tensiones. Ademis
la invencidn se refiere & una vdlvula de descarga eldctrica
para ser emplesda en un dispositivo de este tipo.

En los dispositivos conecidos la substancia bom-
bardeada por electrones estd constitufda por un sisledor,
por ejemplo un cristal de dismente. Se presenta en este ca-
so la desventaja de que los electrones‘primarios pueden gene~
rar una carga negatliva en el cristal, y de que los electrones
secundarios pueden ser también detenidos, de modo que no hay

va més conduccidn. A fin de evitar las mencionadas desventa-

jas, la corriente de electrones primarie es alimentada en forma

de Impulsos en lugar de serlo en forma contlnua v se estable-
ce a través de la substancia una diferencia de potencial al-
terna en lugar de una diferencia de potencial continua, lo
cual hace muy complicado al dlspositivo y no lo hace adscua-
do para todo usoO.

En un dispositivo que comprende una vélvula de
descarga eléctrica en la cual un haz electrénico es arroja-
do sobre una substancia cuya impedmpncia depende de la velo—
cidéd y/o de la intensidad de los electrones incidentes y &
través de la cual se establece una diferencia de potencial,
esta substancia consiste, de acuerdo con la invencidn, de un
seniconductor sensitivo a la luz., Con esto se obitiene, con
respecto & dispositivos conocidos, la ventaja de gue no se
generan cargas negativas por los electrones primarios y de

que tampoco son detenidos los electrones secundarios, mien-
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tras que ademfs la pérdida de electrones secundarios libera-
dos es menor. A-demfs, el nﬁmeio total de electrones secun-
darios liberados es mayor. Presuﬁiblemente, el funcionamien-
%0 es tzl que los electrohes primerios son capaces de ele-
var a determinados electrones de 8tomos de la grilla de cris-
tal hasta un nivel energético superior, es decir hasta la
as{ llamada banda conductora.

El incremento méximo de la conductibilidad se

obtiene si el espesor de la substancia bombardesda es subs-

tancialmente igual & la profundidad de penetracidn de los

electrones primarios. Adem@s un monocristal es mis venta-
joso que una substancia policristalina, dado gue en el pri-
mero la movilidad de los elesctrones es mayor, El haz pri-
maric, en lugar de ser concentrado sobre un punto, debe ser
dispersado todo lo posible sobre la superficie total bombar-
deada del semiconductor, a fin de asegurar una pérdida mfni-
ma de electromnes conductores.

La estabilidad de frecuencla puede ser mejorads
a expensas de la amplificacidn celentando &l semiconductor
a& una temperatura mis elevada o sometiendo al semiconductor
a una iluminacién constante. Ambas medidas hacen gque los
electrones secundarios sean liberados més fdeilmente. Un
efocto similar puede ser obtenido megclando en el semicondue-~
tor cantidades pequefias de impurezas.

Come ejemplos de semiconductores sensibles a la

luz, aptos para ser empleados en un dispositivo de acuerdo
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con la invencidn, se puede hacer referencia a los elementos
selenio, silicio, germanio y los compuestos sulfuro de ta-
lio y sulfuro de plomo.

Como regla, se obtiene una ampiificaciﬁn mayor
de la corriente primaria si la velocidad de los electrones
primarios es mayor y si la diferencia de potemcial a través
del semiconductor es asimismo mayor. Los limites se estable-
cen en este caso en virtud de la posibilidad de carga térmi-
ca del semiconductor.

La invencidn serid explicada shora mds detallada-
mente con rsferencia al dibujo que se acompafia, en el cual:

La figura 1 muestra la parte fundamental de unsa
disposicibn de acuerdo con la invencidn.

La figura 2 es una disposicidn concdntrica, mos-
trando la figury 3 el electrodo bombardesdo en escala amplia-
da.

lLa figura 4 muestra una disposicidn que compren—
de un haz electrénico de seccidén puntiforme.

La figure 5 muestra una disposicidn en la cual
los electrones primarios son derivedos de un foto-electro-~
do, ¥y

La figurae 6 muestra una construccidn de electro-

‘do para la obtencidn de une impedancia baja.

En la figure 1, el nfimerc de referencia 10 indi-
ca a la substancia semiconductora que estd comprendida en-

tre dos electrodos 11. Un galvandmetro 12 y una baterfa 13
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estén provistos entre los dos electrodos 1ll. Bajo la aceién
de la diferencia de potencial establecida con ayuda de une
baterfa 15 entre 10 y un éatodo 1%, este filtimo emite elecw-
trones. Bl cftodo 14 puede ser un cltodo incandescente, en
cuyo caso la carriente que circula & través del galvandme-
tro 12 depends de la emisidn del cétodo l4.

En le figure 2, el cltodo de la vAlvula de des-
carga 16 es indicado por 17, la grilla por 18 y el &nodo,
que estd constitufdo por un soporte aislante 20 para la subse
tancia semiconductora 21, por 19. El soporte puede ser, por
ejemplo, de vidrio. En la substancia semiconductora se pro-
veen una pluralidel de vearillas conductoras 22 y 2%, que es-
tén conectadas alternadamente entre si (ver figura 3}. OCua-
tro bvaterfas 24, 25, 26 y 29 sirven para el suministro de
calentamiento incandescente, para las tensiones del &nodo y
de la grilla y para establscer una diferenclia de potencial
entre laos electrodos 22 y 2% en la substancia semiconducto-
ra., El resistor de salide y el capacltor de acoplamliento
son designadds por 27 y 30, respectivamente. La tensidn de
entrada es alimentada & la grilla mediante el empleo de un
transformador 28.

En la figure &, el cétodo es indicado por 31,
la grilla de comando por 32, los electrodos aceleradores por
33, 35 y un electrodo de enfoque por 34. Las tensiones para
le valvula son derivadas de un potendiémetro %6. El semicon-

ductor sensible a la luz esté coustituido por un monocristal

-5«
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37, comprendido entre dos electrodos 38, gque estin conectados
edenés & un resistor de salide 41 y una baterfa 39. El capa-
citor de acoplamiento es designado en este caso por 43. La
tensidn anddice para el s emiconductor bombardeado es alimen-
tada por intermedio de una derivacidn central sobre un resis-
tor 42, que estd provisto entre los electrodos 38, La ten~
sidn de entrada es alimentada pof medio de un transformador
54,

En la figura 5, el cétodo esférico es indicado
por 44 y el semiconductor sensible a la luz por 45. La ba=-
terfa 46 provee la diferencia de potencial entre ellos. Con
el empleo de una lente 47 se arrcja luz sobre el foto-céto-
do A4fiendo protegido el semiconduetor sensible a la luz con-
tra la accifn de los rayos luminosos por una pantalls 50,

La disposicidm, que comprende un capacitor de acoplamiento

y un resistor de salida 48 es similar a la de las figuras pre-
cedentes. L& diferencia de potencial entre los dos electro-
dos del semiconductor 45 es provistapX una baterfa 49.

En la figura 6, se provee un semiconductor sensi-
ble a la luz 53 entre un electrodo 51 en forme de placea y un
electrodo en forma de malla 52. Los elsetrones primarios
inciden sobre el &rea de la substancia cublerta p-or el elec-

trodo 52.

Se asegura en esa forma una impedancia bajs del
semiconductor.

Esta solicitud, que corresponde a la presentada



en los Estados Unidos de Américd, el 29 de Marzo de 1948, ba-
jo el Wlmero 17.636, se acoge a los beneficios del artfculo
51 del vigente Estatuto Ley sobre Propiedad Industrial.

Los puntos de invencibn propla y nueva que se
Presentan paras que sean objeto de esta Patente de Invencidn
en Espafia, son los siguientes:

12, Un dispositivo que comprende una vélvula de
descargs eléctrica én la cual un haz electrbnico es arrocja-
do sobre una& substancla cuya impedancia depende de la in-
tensidad y/o de la velocidad de los electrones incidentes
y a travds de la cual se establece una diferencia de poten-
cial, caracterizado por el hecho de que le substancla con-
sistede un semiconductor sensible a la luz.

29.- Un dispositivo de acuerdo con lo reivindi-
cado en el punto 1l2., caracterizado por el hecho de que el
espesor de la substancia semiconductors es aproximadamente
igual a la profundidad de penetracidn de los electrones,

32. Un dispositivo de acuerdo con lo reivindica-

do en los puntos 1%, o 2%,, caracterizado por el hecho de gue

-7 -
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la substancia semiconductora es provista en forma de un mono-

cristal.

42, Un dispositivo de acuerdo con lo reivindica-
do en los puntos 1%., 22, § 32,, caracterizado por el hecho
de que sl haz elactrdnico es disperssdo sobre substencial-
mente la totalided de la superficle bombardeada del semicon-

duetor.

52, Un dispositivo de acuerdo con lo reivindi-
cado en los puntos 1%,, 2%, o 3?,, caracterizado por el he-
cho de que el semiconductor estd sometido a calentamiento.

68, Un dispositivo de acuerdo con lo reivindi-
cado en los puntos 1%2., 20,, 32,, 42, o 5?,, caracterizado
por el hecho de que el semiconductonfstd sometido a uns ilu-~
minacidn constante.

7%, Un dispositivo de acusrioc con lo reivindi-
cado en los pﬁntos 1e,, 20,, 32,, 42,, 52, o 6%,, caracte-
rizado por el hecho de que el semiconductor contiene impu=-

reze~g,

8%, Un dispositive de acuerdo con cualquiera
de los puntos 18,, 22,, 32,, 42,, 52, 62, o 72,, ceracte-
rizado por el hecho de gue el semlconductor sensible a la
luz consiste de cualquiera de las substancias sigulentes:
selenio, siliclo, germanio, sulfuro de talio o sulfuro de

plomo.

98, Un dispositivo gque comprende una vidlvula

de descarga eléctrica substancialmente tal como se ha des-

-8 -
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cripto e ilustrado en el dibujo que se acompaiia.

102,

tranico.

Un dispositivo equipado con un tubo elec-

Tel y como se ha descrito en la Memoria gque an-

tecede, ilustrado en el dibujo que se acompefis y para los

fines que se han especificado..

Esta Memoria consta de nueve hojas escritas &

mZéquina por una sola cars.

Madrid & '7 MAY. 1943

P, A.
Alberto de Elzabury
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